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Résume :

Les cellules solaire ou photovoltaique sont des composantes qui permettent de transformer
I’énergie solaire en énergie électrique. Nous nous intéressons, dans cette étude, au couche
(a-Si: H) d'une cellule solaire déposé par procédé assisté par Plasma PECVD. Dans ce travail,
nous avons proposé un calcul numérique en utilisant le langage fortran, nous avons utilisé la
simulation Monte Carlo pour calculer la densité du courant. Nous avons calculé la proportion
des photons efficace. Nous avons déterminé les longueurs d'ondes des photons efficaces. Ces
longueurs d'ondes sont dans le domaine de l'ultra violet UV. Ce résultat est cohérant avec
plusieurs travaux. Nous avons obtenu la courbe caractéristique I-V du composant cellule

solaire et étudié I'effet des résistances série et paralléle sur cette courbe.

Mots de clefs : Cellule solaire, Couche mince a-Si:H, PECVD, Jonction P-N, Rayonnement

solaire, Simulation Monte Carlo.

Summary :

A Solar or photovoltaic cells are components that convert solar energy into electrical energy.
In this study, we are interested in the (a-Si: H) layer for a solar cell deposited by plasma
enhanced chemical vapor deposition process PECVD. In this work, we proposed a numerical
calculation using FORTRAN language. We used Monte Carlo simulation to calculate current
density. We calculated also the rate of effective photons and we determined the wavelengths
of them. These wavelengths are in ultra violet field UV. This result is coherent with several
works. We obtained the characteristic curve I-V of the solar cell component and we studied

the effect of series resistances and parallel resistances on this curve.

Key words : Solar cell, a-Si:H thin films, PECVD, P-N Junction, Solar radiation, Monte

Carlo Simulation.




